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[はじめに] 

MOVPE 法により(211)Si基板上に成長した(211)CdTe厚膜層を用いた放射線画像検出器の開発を行って

いる。本成長法では CdTe 成長層と Si 基板では約 20%の格子定数の差があるにも関わらず単結晶の CdTe

エピタキシャル成長ができる。しかし、この CdTe 層と Si 基板の方位関係は明らかではない。また CdTe

層はＸ線に対する吸収係数が大きいため、Ｘ線を用いた方位関係の評価は不可能である。我々は既に成長

時に CdTe 層に発生したピットの評価によって、CdTe 層の<110>方向と Si 基板の<110>方向が一致するこ

とを報告した 1)。ここでは成長層を用いて 2 次元画像検出器アレイ製作し、そのノイズ信号の評価によっ

て再度成長層と基板の結晶方位の関係を検討したので報告する。 

 

[実験方法] 

試料の構造を Fig.1に示す。 (211)CdTe 層は(211)の𝐧+-Si 基板上に成長した。CdTe層のＸ線回折スペク

トルを Fig. 2に示す。この結果から単結晶の CdTe成長層であることが分かる。その CdTe 成長層を用いて

60 m 角サイズのピクセルを 80𝛍𝐦ピッチで配置し、127×127の 2次元ピクセルアレイを製作した。ここ

ではアレイ製作時に CdTe層中に発生したと考えられる、劈開による画像検出器のノイズ信号を基に成長

層と基板の方位関係を検討した。  

 

[実験結果]  

画像検出器アレイの特性評価結果、アレイ面内に直線のノイズ信号が確認できた。これらのノイズ信号は

CdTeの劈開方向である<110> 方向と等価な 3方向に配向している。またそのうちの一本は Si基板の<110>

方向に対して平行であることが確認できた。この結果から CdTe層の<110>方向と Si基板の<110>方向は一

致していることが分かった。本結果は前回に報告したピットによる評価結果とも一致している。 

 

     

 Fig.1 試料の構造 Fig.2 X線回折の結果 
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